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【はじめに】近年、グラフェンやカーボンナノ

チューブ(CNT)薄膜と接触した電解液の運動に

より、起電力が生じることが報告されており[1-

3]、周辺環境に存在する小規模な流れから電気

エネルギーを取り出せる可能性がある。最近

我々は、CNT薄膜の表面を移動する電解液の液

滴により発生する電圧について、等価回路モデ

ルを提案し、それに基づき、CNT薄膜のシート

抵抗の増加により大幅な出力の増加を得た[4]。

今回、電界効果により CNT 薄膜のキャリア密

度を変化させ、出力の向上を試みた結果を報告

する。 

【実験と結果】本研究ではゲルクロマトグラフ

ィにより分離された半導体 CNT [5]を用いた。

界面活性剤で分散された半導体 CNT を吸引濾

過によりメンブレンフィルタ上に収集し、

Si/SiO2 基板上に転写した。長方形(30 mm x 5 

mm)の CNT 薄膜の両端に銀ペーストを用いて

電極を形成した。この CNT 薄膜のシート抵抗

は 111.5 k/sq.であった。Fig. 1 に示すように、

NaCl水溶液(0.01 mol/L)を 10 cm/sで CNT薄膜

上を往復させ、発生する開放電圧、短絡電流を

半導体デバイスパラメータアナライザ (Agilent, 

B1500A)により測定した。基板をバックゲート

として用い、電界効果により CNT 薄膜のキャ

リア密度を変化させた。 

Fig. 2 に出力電力のゲート電圧依存性を示す。

ゲート電圧の増加とともに出力電力は増加し

た。これは、キャリア密度の制御による高出力

化の可能性を示唆する結果である。 
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Fig. 1 Experimental setup. 

Fig. 2 Gate voltage dependence of output power. 
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